(19) 




(12) 



(43) Verdffentlichungstag: 

18.04J2001 Patentblatt 2001/16 

(21 ) Anmeldenummer: 001 1 9591 .6 

(22) Anmeldetag: 07.09.2000 



Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeendes brevets (11) EP 1 092 689 A1 

EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 

(51) Int Cl7: C03C 17/36 



(84) Benanrrte Vertragsstaaten: 

AT BE CH CY DE DK ES R FR GB GR IE IT LI LU 
MCNLPTSE 

Benannte Erstreckungsstaaten: 
ALLTLVMK RO SI 

(30) Prioritat 11.10.1999 DE 19948839 

(71) Anmelden BPS Alzenau GmbH 
63754 Alzenau (DE) 

(72) Erfinder 

• StDllenwerk, Johannes. Prof. Dr. 
51503 Rosrath (DE) 



• Kdppel, Andreas 
63695 Glauburg (DE) 

• Bender, Marcus 
35606 Solnns (DE) 

(74) Vertreter 

Hermiann-Trentepohl, Werner, DipL-lng. 

Patentanwalte 

Herrmann-Trentepohl 

Grosse - Bockhorni & Partner 

Forstenrieder Allee 59 

81476 MQnchen (DE) 



(54) Leitende transparente Schichten und Verfahren zu ihrer Herstellung 



(57) Auf einem Substrat aus Glas (1 ) ist eine Grund- 
schicht (2) aus Indium-Cer-Oxid und darauf eine dOnne 
Kupfer enthaltende Silberschicht (3), beide hergestellt 
durch DG-Zerstaubung. aufgebracht Darauf befindet 
sich eine weitere Indium-Cer-Oxidschicht (4). welche 
durch AC-Qbertagerte DG-Zerstaubung hergestellt wind. 



Dieses Schichtsystem weist sehr niedere Flftchenwi- 
derstSnde bei gleichzertig hoher Durchlfissigkeit im 
sichtbaren Spektraibereich, also einen hohen Haacke- 
schen GOtefaktor auf. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrtfft leitende transparente 
Schichten nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 
1 sowie ein Verfahren zur Herstellung dieser leitenden 
transparenten Schichten nach Patentanspruch 6. 
[0002] Leitende transparente Schichten werden 
heute in der Displaytechnik, in der Optoelektronik sowie 
ats Architekturglas vielfSltig eingesetzt Dabei wird 
einerseits eine moglichst hohe Transmission im sichtba- 
ren SpeWralbereich und andererseits eine mOglichst 
hohe Leitfahigkeil beziehungsweise ein mSgltehst nie- 
derer Flachenwiderstand angestrebt. Als Mass fOr die 
GOte leitender transparenter Schichten kann der Haak- 
kesche GOtefaktor 4>tc = T^°/Rs» definiert in Journal of 
Applied Physics. Vol 47. Seite 4086 bis 4089 (1976), 
venvendet werden. Dabci bedeuten T die optische 
Transmission der Schicht (als Bruchteil der auffallenden 
Strahlung) und Rs den Flachenwiderstand in O^, So 
besitzt beispielsweise e ne Sch«nt mit eir>er Transmis- 
sion von 90% unci pmf^m F arhprwirt*>rst?ind von 3 Cl^ 
einen Haackeschen GuT**taKtor von C 116 SV^. Erne 
Schicht mit einer Transmtsson von bTo und einem FI&- 
chenwiderstand von b i^, oesnr emer Gutefaktor von 
0,021 a'\ 

[0003] Eine weitere *»r<nT»Qe EKjenscnaft eines sol- 
Chen Schichtsystems is* semt Au-oarvert Diese hfingt 
von seiner chemischen Za>anrnensetrung und seiner 
Dicke ab. Fur eine kuTe Atr/ert und gute Kanten- 
scharfe ist es wichtig. dass die Sctictitdk*e moglichst 
klein ist, d.h. unter 100 nm Detragt. 
[0004] Zur Erzieljng hoher Gutefakloren ist es vor- 
teilhaft, Schichtsysteme ajs oxidischen und metalli- 
schen Schichten zu kombmteren. So ist es bekannt, 
sehr dQnne Silberschichien zwischen dunne Oxid- 
schichten einzulagern. Durch die Einlagerung zwischen 
Oxidschichten wird die Silberschicht einerseits stabili- 
siert und geschOtzt. andererseits wird gleichzeitig Ihre 
Reflexion vermindert und dadurch die Transmission 
erhdht. Diese Schichtkombinalionen besitzen femer 
den Ntorteil einer geringen Gesamtschichtdicke, nSmlich 
1 00 nm Oder weniger, verglichen mit einer Schicht aus 
indium-Zinn-Oxid mit vergle'chbarem Flachenwider- 
stand. die eine Dicke von uber 600 nm aufweist (S. H. 
Shin und Koautoren, Thin Solid Films 341 (1999) 225 - 
229). Damit k6nnen Atzprozesse, wie sle bei der Her- 
stellung von Displays ublich sind, schneller und mit 
geringerer UnterStzung hergestellt werden. 
[0005] Solche Schfchtsyteme sind z. B. beschrie- 
ben in: EP 0 599 071 A1. JP 10062602 A und im Artikel 
von K. K. Choi und Koautoren. Thin SolkJ Films 341 
(1999)152-155. 

[0006] In der EP 0 699 071 A1 wird ein Schichtsy- 
stem mit der Schichtfolge (ndium-Zinn-Oxld, Silberbzw. 
verschiedene Silberlegierungen, Indium-Zinn-Oxid 
beschrieben. Durch einstOndige Temperung bei 300**C 
lassen steh Schichten mit einem Flachenwiderstand 
von 3,2 i^sq gletehzeltig guter Transmission im 



stehtbaren Bereich herstellen. FOr die WellenlSngen 
435. 545 und 61 0 nm ergibt sich ein gemittelter Haacke- 
scher GOtefaktor von 0.066. Nachteilig ist jedoch die fur 
Displayanwendungen nfitige nachtragliche Temperatur- 
5 behandlung, da diese einen zusatzlfchen Arbertsschritt 
bedeutet. 

[0007] In der JP 10062602 A wird ein ihnlkJhes 
Schichtsystem beschrieben, Hier wird eine dQnne Sil- 
berschicht mit mindestens 1,5 At-% Goldbeimengung 
10 zwischen Oxidschk^hten. bestehend aus Zinnoxid und 
Indiumoxld sowie geringen Beinnengungen anderer 
Oxide, eingebettet Damit werden Schichten mit einem 
Flachenwiderstand von 4 - 20 iigq und hoher DurchlSs- 
sigkeit bei 550 nm ertialten. Die ertidliten Kosten durch 

15 die Goldbeimengung und der retativ hohe Flachenwi- 
derstand mussen als Nachteile angesehen werden. 
[0008] In Thin Solid Films 341 beschreiben K. K. 
Choi und Koautoren ein Schfchtsystem bestehend aus 
Indium-Zinn-Oxid gefotgt von einer Silberschicht und als 

20 Deckschk:ht wiederum Indium-Zinn-Oxid. Zur Verbes- 
serung der Leitf§higkeit werden die Schk^hten aus 
Indium-Zinn-Oxid bei 200**C. die Silberschteht jedoch 
bei Raumtemperatur abgeschieden. Doch durch die 
EnvSrmung vor Abscheidung der zweiten Schcht aus 

25 IndiunrvZinn-Oxid werden die Eigenschaften der Siber- 
schicht bezOgiteh optischer Transmission und elektri- 
scher Leitfihigkeit ungunstig beeinflusst Im besten Fall 
wurden Schichten mit einem Flachenwiderstand von 4 
Xigq und einer Transmission von 90% bei 550 nm erzielt 

30 [0009] Es ist weiterhin bekannt. dass bei spezieller 
Wahl der Materiaften und Beschchtungsparameter 
transparente leitende Schk:htsysteme mit 2.93 Cl^ und 
Transmissionswerten (gegen Luft gemessen) von 89.2 
% bei 435 nm, 92,4 % bei 545 nm und 82,2 % bei 610 

35 nm mit einer Gesamtschtehtdicke von 86,6 nm herge- 
stellt werden kdnnen. Dieser transparente Letter besitzt 
fur die drei genannten WellenlSngen einen mittleren 
Haackeschen GOtefiaktor von 0,104 Ohm'^ 
[0010] Im Displayberefch fur grossfiachige flache 

40 LCD-Di^lays oder Computemnonitore mit Bilddiagona- 
len vorzugsweise Qber 17" werden nun transparente 
Elektroden mit noch niedererem Flachenwiderstand bei 
gletehzeitig hoher DurchlSssigkeit im 8k?htbaren 
Bereteh, d. h. einem hohem Haackeschem GOtefaktor. 

45 benotigt Dies ist durch die Bildgr6sse, die hohe AuflS- 
sung und Pixelzahl sowie die hdhere Geschwtndigkeit 
dieser Displays bedlngt. Diese Anforderungen kdnnen 
mit den bisher bekannten Verfahren nteht mehr erfOItt 
werden. 

50 [0011] Die vorliegende Erfindung macht sch zur 
Aufgabe, die Nachteile des Standes der Technik zu 
beheben, insbesondere einen noch niedereren Ra- 
chenwiderstand bei einem hohen Haackeschen GOte- 
faktor zu en-eichen. 

55 [0012] Diese Aufgabe wird gei6st durch ein 
Schichtsystem nach An^ruch 1 sowie durch ein Ver- 
fahren nach Anspmch 6. Die abhangigen PatentansprO- 
Che beschreiben weitere bevorzugte Ausfuhrungen der 
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Erfindung. 

[0013] Ein erfindungsgemasses Schichtsystem 
nach Anspruch 1 umfasst mindestens 2 Oxidschichten 
und eine dazwischen gelagerte Silberschicht und weist 
einen Flachenwiderstand von weniger als 2.9 figq, vor- 
zugsweise 2.5 iigq und geringer auf, bei einem Qber die 
Wellenlangen 435. 545 und 610 nm gemitteften Haak- 
keschen GOtefaktor von grosser als 0.085 a ' 
[001 4J Dabei ist es aus GrOnden der f=arbneutrarrt§t 
gunstig. wenn bel einem Rfichenwiderstand von 2.5 
nsn die optische Transmission bei 435 nm mindestens 
89 %, bei 545 um mindestens 88 % und bei 610 nm 
mindestens 75 % betrSgt Damit Ist gewShrieistet. dass 
die Beschichtung in Durchsteht moglfchst neutral 
ersclieint 

[0015] Besonders gute Ergebnisse werden erzielt, 
wenn die Dicke der beiden OxidschteMen vorteilhafter- 
weise unter 50 nm, vorzugsweise zwischen 30 und 40 
nm. und die Dicke der Silberschfcht unter 20 nm. vor- 
zugsweise bei 15 nm, gewahit wind. 
(0016J Die Entspiegelungswirkung der Oxidschich- 
len wird besonders gut. wenn die Oxidschicht neben 
Indium 5 bis 10 At.-% Cer enthSlt. 
[00171 Die Slabilitat der SilberschicM wird durch 
BerqaDe von bis zu 10 Gew.-% Kupfer erh5ht Beson- 
ders wifvsam zeigten sfch Beigaben von 0,5 bis 3 % 
urd instesonoere 0,5 bis 1 %. 
(00161 Set der Herstellung des beschriebenen 
Sch«:f^T5VStems ist es entscheidend, wie in Anspruch 6 
urd weteren atha-tgigen Anspruchen beschrieben. 
dass dK? Ajtofmgung der zweiten Oxidschicht nk:ht mit 
re*ne- CC Zerstaubung. sondem mit einer gepulsten 
DC ?er?tauDong Oder mit einer AC-uberlagerten DO 
Zerstaatxjng ertdgi Die AC-Oberlagerung wird bei- 
sc-eiswtise oadurch erzeugt dass das Ausgangssignal 
ut>€f etr Mter aui die mit einer DC-Stromversorgung 
gespetsie Spunerqueiie eingekoppelt wird. Eineweitere 
M>gicnfc.en Desieht beispielsweise auch darin, die DC- 
Siromverbof yurig enisprechend zu modulieren oder zu 
idOe i (ct.opperni. Es sind also verschiedene Modula- 

[00191 3»e AC-rrequenz soltte zwischen 1 und 50 

MHZ. vcrrcgsweise zwischen 10 und 20 MHz, liegen. 

um besonders gutc Ergcbnisse zu en-eichen. 

(00201 m Weiteren wird mit Vorteil der AC-Anteil, 

definert durch das Verhattnis der eingespeisten DC- 

uPd AC-Leistung. zwischen 10 und 90 %, vorzugsweise 

zwischen 30 und 50 *?o. eingestellt. 

[00211 Rpsonders geeignet erwies sk:h eine totale 

Leistungsdchie (AC und DC) von 1 bis 3 W/cm^. vor- 

zugsweise von 2 bis 2.2 W/cm^. 

[00221 Als Zerstaubungsmethode wird Magnetrons- 

puttem bevorzugt 

[00231 Die Vorteiie dieses Verfahrens kSnnen wie 
folgt zusammengefasst werden: 
[0024] Durch die Erhaltung der guten Leitfahigkeit 
der diinnen Silberschteht durch die Art der Aufbringung 
der zweiten Oxidschcht kann die optische Transmission 



hoch gehatten werden. Ohne das erfindungsgemisse 
Vorgehen mQsste zur Erzielung dieser Leitfahigkeit die 
Dteke der Silber^schfcht eriioht werden, was unvenmeid- 
lich zu einer deutlicheren Verringerung der Transmis- 

5 sion und damit zu einer wesentlchen Verschlechterung 
des Haackeschen GOtefaktors fOhren wOrde. 
[0025] Die Herstellung solcher Schtehten an Hand 
des erfindungsgemassen Verfahrens soil nun an dem 
nachfolgenden Beispiel beschrieben werden. 

10 [0026] Die Glas-Substrate aus herkdmmlichem 
dOnnen Floatglas Oder Maschinenglas werden in her- 
kSmmricher Weise gereinigt und dann in eine ZerstSu- 
bungsanlage eingebracht Die Vakuumkammer wird 
abgepumpt und nach En-efchung des nStigen Vakuums 

15 mit der Aufstfiubung der ersten Oxidschicht aus Indium- 
und Ceroxid begonnen. Diese Oxidschfcht wird teilreak- 
Ijv von einem Oxidtarget abgestaubt. d. h. in einer 
ArgonatmosphSre von ca. 2.2x1 0*^ hPa mit einer Beimi- 
schung von Sauerstoff von maximal 5 %. Dieser Zer- 

20 staubungsprozess ist ein reiner DC-Prozess. Typis^e 
ZerstSubungsraten sind 5 bis 8 nmxm/minxcm%. 
Anschliessend erfolgt als reinernteht-reaktiver DC-Pro- 
zess das Aufstauben der Silberschkrfit. Hier liegen die 
typischen Zerst&ubungsraten bei 12 bis 15 

25 nmxm/minxcm^/W. Ihm schliesst steh das Aufstauben 
der zweiten Oxidschteht mit einer AC-Qberiagerten DC- 
Zerstaubung an. Dabei liegt der AC-Anteil. definiert 
durch das Verhaitnis der eingespeisten DC- und AC- 
Leistung, zwischen 30 und 50 %. Die AC-Frequenz liegt 

30 bei 13.56 MHz. Nach Beendigung des Zerstaubungs- 
prozesses werden die beschtehteten Giaser durch eine 
Schleuse oder durch Fluten der Kammer an Luft ausge- 
bracht. In einem anschliessenden Atzprozess werden 
die Substrate dann strukturiert und zu Displays weiter- 

35 verarbeitet 

[0027] Im folgenden ist die Erfindung in cten Figuren 
1 und 2 an Hand von AusfOhrungsbeispielen ertautert 
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Rg. 1 



3.2 



zeigt schematisch und im Querschnitt ein 
erflndungsgemasses Schfchtsystem. 
zeigt die im stchtbaren Spektralbereteh 
gegen Luft gemessene optische Transmis- 
sion eines erfindungsgemassen Schfchtsy- 
stems mit einem FlachenwkJefStand von 2,5 



[0028] In der Fig. 1 bedeuten 1 das Glassubstrat. 
auf wetehes das erfindungsgemasse Schichtsystem 
aufgebracht wird. 2 eine Indium-Cer-Oxidschicht. 3 eine 

50 Kupfer-dotierte Silber-Schteht und 4 eine abschlies- 
sende Indium-Cer-Oxidschteht 
[0029] Das Glassubstrat 1 ist z. B. ein handelsubli- 
ches Floatglas mit 1,1 mm Dicke. Es k6nnen aber auch 
andereGlasdicken undandere Giaser, z. B. Maschinen- 

55 glas, benutzt werden. 

[0030] Darauf wird durch teilreaktive DC-Zerstau- 
bung von einem Oxidtarget, bestehend aus vorzugs- 
weise 90 bis 95 At.-% Indium und 5 bis 10 At-% Cer. 
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eine Oxidschicht 2 mit der geometrischen Dicke von 30 
bis 37 nm abgeschieden. 

[00311 Auf diese Oxidschicht 2 wird eine Silber- 
schicht 3 mit 0,5 bis 10 % Kupfer-Beimengung. vcrzugs- 
weise 0,5 bis 3% und Insbesondere 0,5 bis 1% Kupfer, 5 
in einem reinen DC-Zerstaubungsprozess in einer 
Argonatmosphare in einer Dicke von 15 nm aufge- 
bracht. 

[0032] Auf die Schicht 3 aus SilberfKupfer wird 
direict eine zweite Indium-Cer-Oxidschicht 4, ebenfells io 
mit der geometrischen Dicke von 30 bis 37 nm, abge- 
schieden. Dies erfolgt jedoch mit einem AC-uberlager- 
ten DC-Zerst§ubungsprozess. Dabei liegt der AC- 
Anteil, definiert durch das VertiSltnis der eingespeisten 
DC- und AC-Leistung, zwischen 10 und 90 %, vorzugs- is 
weise zwischen 30 und 50 %. Die AC-Frequenz liegt 
zwischen 1 und 50 MHz, vorzugsweise zwischen 10 
und 20 MHz. 

[0033] Optional kann nach der Silber/Kupfer- 
Schicht eine Schutzschbht aus Oxiden von Titan- oder 20 
Nickellegierungen mittels DC-Magnetron-2erst§ubung 
aufgebracht werden. 

[0034] In der Fig. 2 ist die optische Durch Ifissigkeit 
(gemessen gegen Luft) eines erfindungsgemSssen 
Schichtsystems mit einem FlSchenwiderstand von 2,5 25 

in Abh&ngigkeit von der WellenlSnge im Spektralbe- 
reich 400 bis 800 nm dargestellt Bei 435 nm werden 
89.8 %. bei 545 nm 88,4 % und bei 610 nm 75,4 % 
erreicht Der uber diese drei WellenlSngen gemittelte 
Haackesche Gutefaktor betrSgt 0,092 O*^ . so 

PatentansprQche 

1. Leitendes transparentes Schichtsystem mit zwei 
Oxidschichten (2,4) und einer dazwischen gelager- 3S 
ten Silber-Schfcht (3) auf einem Substrat (1), 
dadurch gekennzeichnet, dass bei einem FIS- 
chenwiderstand ^ von < 2,9 €1^., vorzugsweise < 

2,5 ftsq ""^ weniger. der mittlere Haackesche 
GOtefaktor des Schtehtsystenns fOr die WellenlSn- fo 
gen 435. 545 und 610 nm (4>Tc=T^°/Rs)>0.085a- 
^betrSgt 

2. Schfchtsystem nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass bei einem Flachenwider- 45 
stand von 2,6 die Durchfissigkeit T bei 435 nm 
mindestens 89 %, bei 545 nm mindestens 88 % 
und bei 610 nm mindestens75%betragt. 

3. Schichtsystem nach einem der vorangehenden so 
Anspruche. dadurch gekennzeichnet, dass die 
Dicke des Schichtsystenns < 100 nm, vorzugsweise 

80 bis 90 nm betr§gt, wobei die Dicke der Silber- 
schicht (3) bei < 20 nm, vorzugsweise bei 15 nm, 
und die Dicke der beiden Oxidschichten (2.4) bei < ss 
50 nm, vorzugsweise zwischen 30 und 40 nm, liegt 

4. Schichtsystem nach einem der vorangehenden 



Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Oxidschichten (2,4) Indium und Cer enthalten, vor- 
zugsweise 90 bis 95 At-% Indium und 5 bis 10 At- 
% Cer. 

5. Schichtsystem nach einem der vorangehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Silber-Schicht (3) bis zu 10 Gew.-% Kupfer enth§lt. 
vorzugsweise im Bereich o.5 bis 3 % und ins- 
besondere 0,5 bis 1 %. 

6. Verfahren zur Herstellung eines lettenden transpa- 
renten Schichtsystems nach einem der vorange- 
henden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, 
dass bei der Aufbringung der zweiten Oxidschicht 
(4) eine gepulste DC-Zerstaubung oder eine AC- 
uberlagerte DC-ZerstSubung verwendet wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6. dadurch gekenn- 
zeichnet, dass eine AC-Oberiagerung mit einer 
Frequenz zwischen 1 und 50 MHz, vorzugsweise 
zwischen 10 und 20 MHz vorgenommen wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 und 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass der AG-Anteil. definiert 
durch das VerhSltnis der eingespeisten DC- und 
AC-Leistung, zwischen 10 und 90 %. vorzugsweise 
zwischen 30 und 50 % liegt 

9. Verfahren nach Anspruch 6, 7 und 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass die totale Leistungsdk^hte 
(AC und DC) im Bereteh 1 bis 3 W/cm^, vorzugs- 
weise aber bei 2 bis 2.2 W/cm^ liegt 

10. Verfahren nach Anspruch 6 bis 9. dadurch 
gekennzeichnet, dass ats Zerst§ubungsverfahren 
Magnetronzerstaubung gewahit wircl. 

11. Leitendes transparentes Schichtsystem nach 
Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzetehnet, dass 
es nach dem Verfahren nach den Anspritohen 6 bis 
10 gefertigt wurde. 

12. Leitendes transparentes Schichtsystem als trans- 
parente Elektroden fOr grossfl§chige Displays nach 
Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
es nach dem Verfahren nach den AnsprOchen 6 bis 
10 gefertigt wurde. 
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Vollstandig recherchlerte Anspruche: 
4-12 

Nicht recherchlerte AnsprOche: 
1-3 



Grund fur die BeschrSnkung der Recherche: 

Die geltenden PatentansprQche 1-3 sind auf ein Produkt , das (u.a.) 
Bilttels folgender Parameter deflniert wird, zu bezlehen: 
PI- Haackesche GOtefaktor bel elnen FlSchenwIderstandsberelch. 
Die Verwendung dieser Parameter muss Im gegebenen Zusaamenhang als Nangei 
an Klarhelt 1m Sinne von Art. 84 EPO erschelnen. Es 1st unmSglich. die 
vom Anmelder gewShlten Parameter mit dem zu verglelchen, was der Stand 
der Technik hierzu offenbart. Der Mangel an Klarhelt 1st dergestalt, daS 
er eine slnnvolle vollstindlge Recherche unm5gl1ch macht. Oaher wurde die 
Recherche beschrinkt auf die Telle mit Bezug auf Ausfflhrungsbel spiel e. 
wie sle in der Beschreibung auf Selte 4 und Patentanspruche 4-12 erwahnt 
sind. 
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ANHANG ZUM EUROPAiSCHEN RECHERCHENBERiCHT 
UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. 



EP 00 11 9591 



In diesem Anhang sfnd de Milgteder der Patonttamllien der Im obengenannten europftischen Racherchenbertcht anoeWhiten 
Patentdokumente angagaben. 

Die Angabon Qber dbo FamUienmrtgSeder entsprechen dem Stand der Date! des Europfflschen Patentamts am 
Oiese Angaben dtenen nur 2ur Onterrichtung und &folgan ohne Gewdhr. 

06-02-2001 



tm Recharchenbertcht 
angefQfvtes Patentdokument 



Datum der 
Verorrenfllctiung 



MttgNed(er) der 
Patentfamilie 



Datum der 
VerMfmlSchung 



us 4565719 


A 


21-01-1986 


CA 


1243523 A 


25-10-1988 






EP 


0106223 A 


25-04-1984 








JP 


59131449 A 


28-07-1984 


6B 2126256 


A 


21-03-1984 


JP 


59031147 A 


20-02-1984 






DE 


3329504 A 


23-02-1984 


JP 2066158 


A 


06-03-1990 


KEINE 




GB 2344600 


A 


14-06-2000 


JP 2000171601 A 


23-06-2000 






NL 


1013664 A 


13-06-2000 



Fur n&hore Bnzelhetten zu dissem Anhang : siehe Amtsblatt des EuropOtschen Patentamts. Nr.12/82 
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